Elektronik (FA, 2. Semester), Ergebnisse

Umschaltpunkte bei £12V-Rg/Rg =12V =

SS 2011
1.1. Rpi20 =50Q; Rpt1s0 = 75,415Q 1.2. MOSFET, N-Kanal, Anreicherungstyp
1.3. Schnitt mit der y-Achse bei 0,25A und mit der x-Achse bei 5V
1.4. EsflieRt kein Gatestrom, Ry und Rp; bilden einen unbelasteten Spannungsteiler: Ugs20 = 2,5V; Ugsis0 = 3V
1.5. Upsz0=4,65V > Upzo =5V —4,65V =0,35V; Upsiso = 3,75V =2 Ua1s0 = 1,25V
1.6. Iy =50mA = Pyer = 0,125W; der Sensor erwdrmt sich dadurch etwas und verfilscht das Messergebnis.
1.7. Die Gate-Elektrode ist durch eine Oxidschicht vom restlichen Bauelement isoliert.
1.8. Gate wirkt wie ein Plattenkondensator - i (Y1 Vo bestach
frequenzabhangiger Ladestrom g g , R4
2.1. G=1+Ry/rz=6>Ry=350Q Z I = Y ':
2.2. G=6bedeutet: Wenn Ug um 6V steigt, vergro- : ‘ T
Rert sich Up um 1V (aber nur im Durchbruch!) g | {
2.3 Pyer=0,4W = Uzmax Izmax = (Uz0 + 1zmax 1) zmax 34—
Dies fuhrt zu einer quadr. Gleichung fir lzmay, 2
die Lésung mit der pg-Formel (,,Mitternachts- 1 : il
formel”) ergibt Izmax = 67MA; Uamax = 5,969V T8 . 2z o8 0 8 d a0
2.4. Hinweis, Druckfehler in Aufgabenstellung, es (\fﬂ s
muss heiflen: den maximalen Widerstand R, ...
Iges = (10—5,969)V / 350 = 115,2mA; I, = (115,2 — 67)mA = 48,2mA; R max = 5,969V / 48,2mA = 1240
3.1.1. Np=11-10"ecm™®; Na = 5:10%cm™; ng = 6:10cm >; po = 3,75-10%°cm>; n-HL, p = 1/ (e no pn) = 0,7716Qcm
3.1.2. Durch die Erwarmung steigt n; stark an und ,,zieht” sowohl ng als auch pg mit nach oben. Bei der Berechnung
der Leitfahigkeit missen daher sowohl ng als auch pg berticksichtigt werden!
1/p =e(ng Kn + Po Mp); No = po + Np - Na; zweite Gleichung in erste Gleichung einsetzen und nach po auflésen
> po=2,396-10"cm>; ng = 8,396-10°cm>; n; = 4,485-10"°cm
3.2.1. n-Halbleiter - freie Elektronen sind Majoritatstrager > l_)H 1
,technische” Stromrichtung im Halbleiter geht von links I
nach rechts = Elektronen flieRen im Halbleiter von rechts ?_“V: e ———
nach links. 1w+
3.2.2. Uy =-BIRy/d =-2,4mV = minus oben, plus unten va__ 12 3 A
3.2.4. Messung von Magnetfeldern, Drehzahlmessung usw... 24
4.1. Nichtinv. Verstarker; u; = 100 Upess T
4.2. Inv. Verstarker; u; =-1000 u, i §
4.3. vj3,=100 - (-1000) = -100.000; Nachteil: ~
Umess ist nun direkt am nichtinvertie- i | 1:
renden Verstarker angeschlossen. [
Dieser besitzt einen relativ geringen = s i
Eingangswiderstand, Upess Wird RV R M il
deutlich starker belastet als zuvorund ' "1 ey 1 AT EEE!
ggf. verfalscht. SEREEE . & f ’ N
4.4. uz=-(uy+uz),wegenRs=Rg=R;y 1777 T
= Umess = OUV, uz = 0V, uz = -5V bzw. 258 ": ' {
Untess = 10041V, Uy = -10V, us = +5V LT
4.5. Komparator mit Hysterese: us = 12V, A
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V4 ist ein Komparator mit Hysterese, Umschaltpunkte bei +3V

Bei einfachen Komparatoren kann es zu unerwiinschten

»Mehrfachibergdangen” kommen (ua; in 1.3...1).
Anschluss eines Sensors mit hoher Ausgangsim-
pedanz (kann keinen Ausgangsstrom liefern) an
Verstdarker mit geringer Eingangsimpedanz.
Idealer OPV: (1) Leerlaufverstarkung = oo, (2)
Eingangsimpedanz > o, (3) Ausgangsimped. =0
C, B, E sind hier n-, p-, n-dotiert = npn-Transistor
Storstellendichte tberall >> n; = n; darf vernach-
lassigt werden, ,,quadratische Gleichungen nicht
notig; Kollektor: ng = 1014cm'3; po = 2,25-106cm_3;
Basis: po = 4,9-10°cm™; ng = 4,59-10%cm>;
Emitter: no = 9,951-10""cm™>; po = 2,261-10%cm™
pe = 4,652:10°Qm; Re = 2,3Q
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2.1.4. Ug =46,5mV
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Der Grof3teil der Majoritatstrager aus dem Emitter soll durch die Basis hindurch zum Kollektor diffundieren.

Ware die Basis zu dick, wiirden diese Ladungstrager bereits in der Basis rekombinieren.

Reext dient zur Stabilisierung der Schaltung (zum Beispiel) gegen Temperaturschwankungen.

Reext Wiirde ohne Cg den Verstarkungsfaktor verringern. Das Nutzsignal kann (iber Ce an Reext Vorbei flieRen.

Temperaturerhohung auf >150°C bewirkt massive Generation von Ladungstrdagerpaaren. Es verschwinden

die Unterschiede zwischen p- und n-Bereichen, die fiir die Funktion des Bauelements wichtig sind.
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3.2. Alp=15mA > AUgs=2V = $=0,0075Q" > v=-15 ? 07 At B eeni™20 L35 t(ms)
3.7. Gate ist vom Rest des Bauelements isoliert > i T ,,,f‘ 1d rET i
es wird ,lediglich” ein el. Feld aufgebaut. X — T
"
1 1] "
l i 1 il m
l . |
Gleichrichterschaltung Kondensator
4.1. Beide Halbwellen der Eingangsspannung
werden ausgenutzt = B2-Schaltung
4.3. Spg.an R max. 8,6V, min. 7,0V > Mittelwert
7,8V; Formel fiir B2-Schaltung (nicht mit M1
verwechseln...!!) aus Skript ergibt C = 2,44mF
4.4, lges=lz+ 1. (uc-ua)/10Q = (ua-4,5V)/2Q + up/20Q = upgs = 4,78V, ua7,0 = 4,54V
4.5. G=Aug/Dup=(8,6-7,0)/(4,78-4,54) = 6,5



